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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：
一半導體基底；

一第一半導體通道層，設置在該半導體基底之上；

一第二半導體通道層，設置在該半導體基底之上；

一隔離結構，設置在該半導體基底之上，其中該隔離結構包括：

一垂直部分，在一水平方向上設置在該第一半導體通道層與該第二半導體通道層之間；

一第一水平部分，在一垂直方向上設置在該第一半導體通道層與該半導體基底之間；以

及

一第二水平部分，在該垂直方向上設置在該第二半導體通道層與該半導體基底之間，其

中該第一水平部分與該第二水平部分分別與該垂直部分相連；

一第一閘極結構，設置在該半導體基底之上且圍繞該第一半導體通道層；以及

一第二閘極結構，設置在該半導體基底之上且圍繞該第二半導體通道層，其中該第一閘

極結構與該第二閘極結構部分設置在該隔離結構的該垂直部分之上，且該第一閘極結構

與該第二閘極結構彼此相連。

2.　如請求項 1所述之半導體裝置，其中該垂直部分的材料組成不同於該第一水平部分的材
料組成與該第二水平部分的材料組成。

3.　如請求項 1所述之半導體裝置，其中該垂直部分、該第一水平部分以及該第二水平部分
為空氣間隙。

4.　如請求項 1所述之半導體裝置，其中該第一閘極結構的材料組成不同於該第二閘極結構
的材料組成。

5.　如請求項 1所述之半導體裝置，還包括：
一第一源極/汲極結構，設置在該隔離結構的該第一水平部分之上；以及
一第二源極/汲極結構，設置在該隔離結構的該第二水平部分之上，其中該隔離結構的該
垂直部分在該水平方向上部分設置在該第一源極/汲極結構與該第二源極/汲極結構之間。

6.　如請求項 5所述之半導體裝置，其中該第一源極/汲極結構的材料組成不同於該第二源
極/汲極結構的材料組成。
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7.　如請求項 7所述之半導體裝置，還包括：
一間隙子結構，設置在該半導體基底之上，其中該間隙子結構位於該第一閘極結構的側

壁、該第二閘極結構的側壁、該第一源極/汲極結構的側壁以及該第二源極/汲極結構的側
壁上。

8.　如請求項 7所述之半導體裝置，其中該第一閘極結構的一部分在該水平方向上被夾設
(sandwiched)在該間隙子結構與該隔離結構的該第一水平部分之間，且該第二閘極結構的
一部分在該水平方向上被夾設在該間隙子結構與該隔離結構的該第二水平部分之間。

9.　如請求項 1所述之半導體裝置，其中該第一半導體通道層與該第二半導體通道層分別與
該隔離結構的該垂直部分直接連接。

10.   一種半導體裝置的製作方法，包括：
在一半導體基底之上形成一第一半導體通道層與一第二半導體通道層；

在該半導體基底之上形成一隔離結構，其中該隔離結構包括：

一垂直部分，在一水平方向上設置在該第一半導體通道層與該第二半導體通道層之間；

一第一水平部分，在一垂直方向上設置在該第一半導體通道層與該半導體基底之間；以

及

一第二水平部分，在該垂直方向上設置在該第二半導體通道層與該半導體基底之間，其

中該第一水平部分與該第二水平部分分別與該垂直部分相連；以及

在該半導體基底之上形成一第一閘極結構與一第二閘極結構，其中該第一閘極結構圍繞

該第一半導體通道層，該第二閘極結構圍繞該第二半導體通道層，該第一閘極結構與該

第二閘極結構部分設置在該隔離結構的該垂直部分之上，且該第一閘極結構與該第二閘

極結構彼此相連。

11.   如請求項 10所述之半導體裝置的製作方法，其中形成該第一半導體通道層與該第二半導
體通道層的方法包括：

在該半導體基底之上形成一半導體層；以及

進行一圖案化製程，其中該半導體層的至少一部分被該圖案化製程圖案化而成為互相分

離的該第一半導體通道層與該第二半導體通道層。

12.   如請求項 11所述之半導體裝置的製作方法，其中形成該隔離結構的方法包括：
在形成該半導體層之前，在該半導體基底上形成一第一犧牲層且在該第一犧牲層上形成

一第二犧牲層，其中該半導體層位於該第二犧牲層之上，且該第一犧牲層的至少一部分

被該圖案化製程圖案化而成為互相分離的一第一犧牲圖案與一第二犧牲圖案；

在該半導體基底上形成一第一介電結構，其中該第一介電結構的一部分在該水平方向上

被夾設在該第一半導體通道層與該第二半導體通道層之間，且該第一介電結構的另一部

分在該水平方向上被夾設在該第一犧牲圖案與該第二犧牲圖案之間；以及

在形成該第一介電結構之後，將該第一犧牲圖案替換成一第二介電結構，且將該第二犧

牲圖案替換成一第三介電結構。

13.   如請求項 12所述之半導體裝置的製作方法，其中該第二犧牲層的一部分在該垂直方向上
被夾設在該第一半導體通道層與該第二介電結構之間，且該第二犧牲層的另一部分在該

垂直方向上被夾設在該第二半導體通道層與該第三介電結構之間。

14.   如請求項 12所述之半導體裝置的製作方法，其中該第一介電結構為該隔離結構的該垂直
部分，該第二介電結構為該隔離結構的該第一水平部分，且該第三介電結構為該隔離結

構的該第二水平部分。

15.   如請求項 12所述之半導體裝置的製作方法，其中該第一閘極結構與該第二閘極結構部分
設置在該第一介電結構之上。

16.   如請求項 15所述之半導體裝置的製作方法，其中形成該隔離結構的該方法還包括：

(2)
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在形成該第一閘極結構與該第二閘極結構之後，移除該第一介電結構、該第二介電結構

以及該第三介電結構，其中該隔離結構的該垂直部分、該第一水平部分以及該第二水平

部分為空氣間隙。

17.   如請求項 15所述之半導體裝置的製作方法，其中該第一閘極結構的材料組成不同於該第
二閘極結構的材料組成。

18.   如請求項 15所述之半導體裝置的製作方法，還包括：
在形成該第一閘極結構與該第二閘極結構之前，在該第二介電結構之上形成一第一源

極/汲極結構，並在該第三介電結構之上形成一第二源極/汲極結構，其中該第一介電結構
的一部分在該水平方向上位於該第一源極/汲極結構與該第二源極/汲極結構之間。

19.   如請求項 18所述之半導體裝置的製作方法，還包括：
在形成該第一源極/汲極結構與該第二源極/汲極結構之前，在該第一半導體通道層、該第
二半導體通道層以及該第一介電結構之上形成一虛置閘極結構；

在形成該虛置閘極結構之後，在該半導體基底之上形成一間隙子結構，其中該間隙子結

構位於該虛置閘極結構的側壁、該第一源極/汲極結構的側壁以及該第二源極/汲極結構的
側壁上；以及

在形成該第一源極/汲極結構與該第二源極/汲極結構之後以及在形成該間隙子結構之後，
將該虛置閘極結構移除，並形成該第一閘極結構與該第二閘極結構。

圖式簡單說明

第 1圖所繪示為本發明第一實施例之半導體裝置的俯視示意圖。
第 2圖為沿第 1圖中的 A-A’剖線所繪示的剖視示意圖。
第 3圖為沿第 1圖中的 B-B’剖線所繪示的剖視示意圖。
第 4圖至第 13圖所繪示為本發明一實施例之半導體裝置的製作方法示意圖，其中
第 5圖繪示了第 4圖之後的狀況示意圖；
第 6圖繪示了第 5圖之後的狀況示意圖；
第 7圖繪示了第 6圖之後的狀況示意圖；
第 8圖繪示了第 7圖之後的狀況示意圖；
第 9圖繪示了第 8圖之後的狀況示意圖；
第 10圖繪示了第 9圖之後的狀況示意圖；
第 11圖繪示了在第 10圖的狀況下的另一個剖視示意圖；
第 12圖繪示了第 11圖之後的狀況示意圖；
第 13圖繪示了第 10圖之後的狀況示意圖。
第 14圖所繪示為本發明第二實施例之半導體裝置的剖視示意圖。
第 15圖所繪示為本發明第二實施例之半導體裝置的另一個剖視示意圖。
第 16圖至第 18圖所繪示為本發明另一實施例之半導體裝置的製作方法示意圖，其中
第 17圖為沿第 16圖中的 C-C’剖線所繪示的剖視示意圖；
第 18圖為沿第 16圖中的 D-D’剖線所繪示的剖視示意圖。
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